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１．はじめに 

AMOLED，AMLCD, システムオンガラス（SOG），フ
レキシブルエレクトロニクス，3D-LSIなどの用途として
注目される高い電流駆動能力を有する poly-Si TFT にお
いては，ゲート絶縁膜容量とキャリア移動度の増加が電
流駆動能力向上のカギとなる．スパッタリング法は，デ
ィスプレイ製造においてガラス基板上の薄膜形成の標準
的技術である．スパッタリング法によって高品質な
high-k ゲート絶縁膜を形成することが出来れば，低温 
poly-Si TFTの性能向上の強力な手段となる．また，チャ
ネル領域のキャリア移動度を増加させる技術として高品
質のラテラル大粒径 poly-Si薄膜が有用である．本研究で
は大粒径 CLC poly-Si 薄膜 1,2)と high-k ゲート絶縁膜である Al2O3を融合し，
high-k CLC LT poly-Si TFTの可能性を検討した．  
２．実験 
図１(a)と(b)に TFT の作製プロセスと写真を示す．なお、本実験では, 電流の流
れる方向が結晶粒界の方向と平行な TFT (図 1(b), parallel 型)と垂直な TFT 
(perpendicular 型, 図示せず)を作製した。 
３．結果と考察 
図２は, スパッタ法で形成した Al2O3の CV 特性を示す。As デポおよび 550℃

酸素雰囲気 30 分の熱処理による結果を示している、多少ヒステリシスを有する
が概ね良好な結果が得られている. 図３（a）および（b）はそれぞれ，ゲート長
（L）とゲート幅（W）が L/W=20/10μm の Al2O3 をゲート絶縁膜とする CLC 
poly-Si TFT のトランスファ特性および出力特性である．トランスファ特性は，
ヒステリシスを観測するためゲート電圧を双方向に掃引して測定を行った．その
結果 , parallel TFT は s.s.が 240 mV/dec という優れた性能を示し、一方で
perpendicular TFT は，s.s.=740 mV/dec という性能を示した．また，両 TFT
ともヒステリシスは観察されない． 

TFT の断面 TEM観察, EDX, EELS から，ゲート
絶縁膜は上層の Al2O3 と下層の SiO2 から構成され
ていることが明らかになった（図４）.この結果と
CV 特性から Al2O3の比誘電率は 5.6 であることが
明らかになった。また， parallel TFT の電界効果移
動度は 160 cm

2
/Vs である．これらの高い性能はス

パッタ high-kゲート絶縁膜を有するCLC LT poly-Si 
TFT の可能性を示すものである． 
４．結論 
高誘電率ゲート絶縁膜と CLC poly-Si TFT を組み
合わせた high-k CLC LT poly-Si TFT を作製し, 電界
効果移動度 160 cm

2
/Vs，s.s=240 mV/dec という高い

性能を達成した．この結果は，high-k CLC LT poly-Si 
TFT の可能性を示すものである． 
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Fig. 2. Bidirectional C-V curve 

of an MOS capacitor 
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Fig. 1. (a) and (b) TFT fabrication procedure and photomicrograph. 
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Fig. 3. (a) and (b) transfer and output performance of the TFT for a gate length of 20 μm. 
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Fig. 4. Cross sectional TEM of CLC 

poly-Si TFT 
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